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はじめに：遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)はキャリア間の大きなクーロン相互作用

やバンド構造の制御性の高さからオプトエレクトロニクスやトランジスタなどへの応用が

注目されている。特に MoTe2 は強電場下で相転移することが知られており[1]、この制御性

を解明するためには超高速領域における電子状態の変化やキャリアダイナミクスを観測す

ることが必要である。本研究では、走査型トンネル顕微鏡と THz 波を組み合わせた THz-

STM に励起光を導入することで、光キャリアの緩和ダイナミクスを観測した[2]。 

実験：パルス面傾斜法を用いて、非線形光学結晶であるLiNbO3結晶に波長 1035 nm のレー

ザー光源を入射し THz パルスを発生させた。この THz パルスは 1ps 程度のパルス幅を持

ち、STM のバイアス電圧を瞬間的に変調することが可能である。この THz パルスと IR パ

ルスを2H−MoTe2結晶に照射し、THz 誘起トンネル電流のポンププローブ測定を行った。 

結果：図は THz 誘起トンネル電流の遅延時間依存性を示している。IR 光の強度は 2.0 

mJ/cm2とした。差し込み図はポンプ光とプローブ光の関係を表しているが、𝑡𝑑 > 0では

THz パルスの後に IR パルスが照射されており、試料からのホットエレクトロンによって

THz の近接場が観測されるが信号は微弱である。一方𝑡𝑑 < 0では IR パルスが先行し、THz

パルスが遅れて照射されている。この場合トンネル電流は光キャリアの生成による励起状

態を反映している。一般的な半導体では光キャリアが生成されると表面光起電力（SPV）

が生じ、バンド湾曲が抑制されるためトンネル電

流は増加する。図を見ると遅延時間𝑡𝑑が減少する

につれてトンネル電流も減少していく様子が分か

るが、これは再結合によってキャリアが減少して

いくことで SPV トンネル電流が流れにくくなるた

めである。広い遅延時間範囲での測定結果より寿

命の異なる 2 つのキャリア緩和過程(τ1 = 18 ps, τ

2 = 606 ps)が得られた。 
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